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Аннотация 

 

В работе рассмотрена возможность применения метода 

механоэлектрических преобразований для локализации дефектов в твердых 

диэлектрических структурах. Метод МЭП заключается в возбуждении 

образцов акустическими волнами и регистрации электромагнитного 

излучения, возникающего в источниках МЭП – пьезоэлектрических 

включениях, дефектах, полостях, несплошностях, непроклеях и прочее. Ранее 

метод МЭП использовался только для определения интегральной 

дефектности, степени напряжённо-деформированных состояний. 

Преимуществом метода является отсутствие требований к поверхностному 

контакту приёмника и образца, поскольку метод не основан на акустическом 

контакте. Разработка алгоритмов определения положения дефекта в образце 

существенно расширяет возможности использования метода МЭП и делает 

аппаратуру для его реализации более универсальной.  

В работе сделан анализ литературы по активным акустическим методам, 

пассивным методам акустической и электромагнитной эмиссии. Рассмотрены 

вопросы моделирования распространения акустической волны в образце, 

моделирования формирования электромагнитных сигналов на источниках 

МЭП.  

Локализация сводится к решению двух задач. Определение 

горизонтальной координаты на плоскости подразумевает выявление 

критериев, по которым из параметров сигнала отклика можно установить 

наличие под излучателем и приёмником или в некоторой от них окрестности 

дефекта. Определение глубины залегания дефектом подразумевает 

использование временных характеристик сигнала отклика для установления 

точки, в которой отражённый от дефекта сигнал достигает приёмника. Для 

определения глубины можно использовать фазовый метод, метод 

оптимальной фильтрации или же корреляционный метод. При оценке 

сигналов возникает вопрос фильтрации сигнала и подавления шумов. Метод 

очень чувствителен к структурному шуму. Соотношение сигнал-шум можно 



существенно повысить многократными измерениями, фильтрацией Фурье-

спектра сигнала и другими методами, рассмотренными в работе.  

Использование всех вышеописанных методов накладывает 

определённые ограничения на форму, длительность, частоту и заполнение 

сигнала. Параметры сигналов, которые используются в различных методах, 

также рассматриваются в данной работе.  

На основании всего вышеперечисленного предложена схема 

оборудования для локализации дефектов методом МЭП. 

  


